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„Nanostruktury In na powierzchni Si(111)-(5x2)-Au” 
 

 
 Niskowymiarowe struktury są badane z powodu nowych właściwości i moŜliwych zastosowań. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszą się powierzchniowe struktury metaliczne wytwarzane na półprzewodnikach. 
 Powierzchnia Si(111)-(5x2)-Au, która jest jedną z form rekonstrukcji na płaskim krzemie (111) jest szczególnie 
interesująca z powodu spontanicznie tworzących się monoatomowych łańcuchów atomów złota. Została odkryta ponad 
30 lat temu [1,2] i od tamtej pory nadal jest badana za pomocą róŜnych technik eksperymentalnych [3,4,5]. Zarówno 
struktura jak i elektronowe właściwości powierzchni nadal nie są kompletnie wyjaśnione. 
 Przedstawione w referacie badania miały na celu scharakteryzowanie strukturalnych i elektronowych własności 
łańcuchów powierzchni Si(111)-(5x2)-Au modyfikowanej adatomami In  za pomocą skaningowego mikroskopu 
tunelowego (STM), skaningowej spektroskopii tunelowej (STS), a takŜe obliczeń DFT (Density Functional Calculation). 
Atomy indu pojawiają się w obrazach topograficznych STM w taki sposób, Ŝe moŜemy je rozróŜnić: dla ujemnej 
polaryzacji obserwujemy adatomy Si i pojedyncze atomy In (połoŜone w miejscu adatomów Si) natomiast przy dodatniej 
polaryzacji stają się takŜe widoczne atomy In związane z adatomami Si. 
 Badania spektroskopii tunelowej STS pokazują, Ŝe w wyniku domieszkowania atomami In lokalne gęstości 
stanów (LDOS) adatomów wokół energii Fermiego zmieniają się od prawie symetrycznego dla Si(111)-(5x2)-Au, do 
silnie asymetrycznego. Ponadto, badania topografii STM pokazują, Ŝe atomy In tworzą łańcuchy ze stałą sieci równą 

czterem stałym sieci Si wzdłuŜ kierunku ]011[ .  
 Efektem prac jest atomowy model powierzchni Si(111)-(5x2)-Au z In. 
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